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© Support a reseau d'elements resistifs en polymere conducteur et son procede de fabrication. 



@ Selon I'invention le reseau d'elements resis- 
tifs (6a) est realise en polymere organique dope 
par un anion, conducteur electronique. Ce 
reseau est en particuiier forme sur un circuit 
integre (2) comportant des plots metalliques (4) 
affleurants. 
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L'invention se rapporte a un support pourvu d'un 
reseau d'eiements resistifs realise en polymere 
conducteur electronique ainsi que son proced^ de fa- 
brication. Ces elements ont une (argeur allant du mi- 
crometre a quelques dizaines de micrometres. 

L'invention s'appiique en particulier dans les do- 
maines de I'eiectronique et de I'optoeiectronique. 

Dans ce type d'application, le reseau d'eiements 
resistifs est depose sur un circuit integre (realise sur 
siiicium ou autres materiaux semiconducteurs) qui 
possedent des paves metalliques realisant des 
contacts electriques avec les Elements du reseau re- 
sistif. Ces paves font partie d'un ensemble eiectroni- 
que qui ne concerne pas l'invention. Le reseau per- 
met notamment d'apporter des fonctions nouvelles au 
dispositif electronique et done d'ameltorer certaines 
de ses possibilites ou performances. 

Un exemple concret de dispositifs electron iques 
auxquels ('invention s'appiique est celui des retines 
electroniques. 

Dans Tapplication particuliere des retines electro- 
niques, le reseau resistif est destine a la realisation 
d'un reseau cellulaire, e'est-a-dire d'une ratine dite in- 
telligente, a processeur associe, comme decrit dans 
le document (1) R Garda, A. Reichart, H. Rodriguez, 
F. Devos et B.Zavidovique, Traitement du signal vol.5, 
n°6 (1988) pp.435-449, "Une retine electronique au- 
tomate cellulaire". 

Ces retines intelltgentes sont constitutes d'un 
ensemble de processeurs eiementaires realisant 
(eventueliement) la detection de la lumiere, un 
stockage de I'information (le plus souvent sous deux 
niveaux de gris) et un certain traitement. 
Chaque processeur correspond a un pixel. Un pave 
metallique ou borne conductrice peut etre associe a 
chaque pixel. I 

On peut, grace au circuit electronique integre, 
amenerchacun de ces paves a un potentiel electrique 
ou encore leur faire debiter un courant. Grace au re- 
seau resistif, on obtient alors une carte de cou rants 
(respectivement de potentiels qui peuvent etre dyna- 
miques ou statiques), representant ('image transfor- 
mee. 

La difference entre I'image Initiale et I'image dif- 
fusee par le reseau resistif permet, par exemple, d'ex- 
traire un contour, un mouvement, etc. D'autres opera- 
tions analogiques plus ou moins basees sur la convo- 
lution des signaux electriques four n is par le circuit in- 
tegre et le reseau resistif sont egalement possibles. 
De fait, le reseau resistif peut fournir de nouveaux 
operateurs electroniques pour le traitement d'image. 

Ceci est un exemple typique d'utilisation d'un re- 
seau resistif selon l'invention mais on peut en imagi- 
ner d'autres utilisant des systemes electroniques dif- 
ferents. 

reseau resistif joue, avec ses capacites membra- 
naires, lerdled'un filtre spatio-temporel parametral e 
presentant certaines similitudes avec ce qui existe 



dans I'oeil. 

Cette analogie a conduit certains chercheurs 
(voir a ce sujet (2) I'article de D. Marr et E. Hildreth, 
Proc. R. Soc. Lond.B207 (1980) 187-217, "Theory of 
5 edge detection") a proposer des mecanismes cellulai- 
res de traitement d'images bases sur de tels reseaux 
resistifs. Le systeme de calcul dtveioppe a ce propos 
est base sur des mecanismes de diffusion, si possible 
gaussiens, qui permettent de realiser certaines ope- 

10 rations mathematiques. Celles-ci sont basees sur 
('operation de convolution par un noyau isotrope ou 
non sur la difference entre I'image initiale et I'image 
diffused par le reseau resistif. 

Ce type d'operation permet de realiser des f iltres 

15 passe-haut, passe-bas, des detecteurs de bords, de 
mouvements, etc. ainsi que toute combinaison des 
operations pr6cedentes. 

L'interet de rapporter un reseau d'eiements resis- 
tifs sur un dispositif electronique est important dans 

20 le cas d'une technologie CMOS car on ne peut pas le 
realiser par simple amenagement d'une technologie 
de fabrication classique. II faudrait notablement mo- 
difier les procedes industriels existants, ce qui est, 
commercialement parlant, une chose difficilement 

25 pensabie. 

La solution adoptee a ce jour pour realiser le re- 
seau resistif utilise des ensembles de transistors 
crees lors de la fabrication de la retine. Ceux-ci n'ont 
un comportement resistif lineaire que dans des condi- 

30 tions tres contraignantes d'utilisation et necessitent, 
en moyenne, de 6 a 8 transistors par resistance. Ceci 
va a 1'encontre de ('augmentation de la densite d'inte- 
gration de ces circuits. 

Globalement, on peut dire que la realisation de 

35 reseaux resistifs mobilise one partie du circuit integre 
qui pour rait etre u til isee a d'autres fonctions. Ceci jus- 
tice done pleinement l'interet de 1^ 

L'invention a done pour objet un support pourvu 
d'un reseau d'eiements resistifs ainsi que son proce- 

40 de de fabrication permettant notamment de remedier 
aux inconvenients ci-dessus. Elle permet en particu- 
lier de simplifier la conception des circuits integres 
destines a recevoir ce reseau d'eiements resistifs par 
suppression des transistors simulant les elements re- 

45 sistants, typiquement plusieurs dizaines de milliers 
de transistors par centimetre carre. Ceci permet ('in- 
tegration de nouvelles fonctions sur le meme circuit 
integre et 1'augmentation des performances electri- 
ques. 

so Par ailleurs, l'invention permet la realisation d'un 

reseau d'eiements resistifs lineaires sur une large 
gamme de dimensions en utilisant une technologie 
non corrosive et peu couteuse. Ainsi, le reseau resistif 
de ('invention peut etre rapporte sans dommage sur 

55 des circuits electroniques deja passives. 

De plus, la fabrication de ce reseau resistif utilise 
des produits du commerce peu chers et ne necessite 
pas de materiel tres sophistique, D'autre part, les pro- 
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duits chimiques utilises peuvent §tre choisis pour ne 
pas presenter de danger particulier concernant la 
toxicity et la pollution de I'environnement 

L'originalite de 1'invention reside dans I'utilisation 
de polyrnere organique conducteur electronique 5 
(photo-structure) comme reseau resistif. Ce reseau 
resistif peut presenter des dimensions microniques 
voir submicroniques et etre realise, sans gravure de 
materiau. 

L'invention proposee est basee sur ('association 10 
de deux technologies differentes, celle des circuits 
electroniques integres et celle des polymeres conduc- 
teurs. Cette association permet la realisation de dis- 
positifs electroniques possedant de nouvelles fonc- 
tions. 15 

Les polymeres organiques conducteurs de I'elec- 
tricite connus sont essentiellement utilises pour leurs 
proprietes electrochimiques dans des generateurs 
electrochimiques ou des cellules electrochromes. 

Plus recemment, on a envisage d'utiliser les po- 20 
lymeres organiques conducteurs electroniques dans 
des diodes, des transistors a effet de champ, des ele- 
ments de memoire optique comme decrit dans I'arti- 
cie (3) de K. Yoshino, R.I. Sugimoto, J.G. Rabe et W.F. 
Schmidt, Japanese Journal of Applied Physics vol.24 25 
n°1 (1985) pp.L33-L34, "Optical Spectra change in 
conducting polymer due to insulator-metal transition 
induced by light irradiation and proposal as optical 
memory element" ou i' article (4) de K. Kaneto, T. Asa- 
no et W. Takashima, Japanese Journal of Applied 30 
Physics, vol.30, n°2Ade fevrier 1991, pp. L215-L217, 
"Memory device using a conducting polymer and solid 
polymer electrolyte". 

De facon plus precise, I' invention a pour objet un 
support pourvu d'un reseau d'elements resistifs, 35 
dans lequel les elements resistifs sont realises en po- 
lyrnere organique photostructure dope par un anion, 
conducteur electronique. 

Les polymeres conducteurs electroniques utilisa- 
bles dans {'invention sont de dif ferents types, lis peu- 40 
vent consister en des homopolymeres ou copolyme- 
res. lis sont generalement formes a partir de mono- 
meres aromatiques, de composes heterocycliques 
qui sont ou non substitues par divers groupements. 

Les polymeres conducteurs resultent en particu- 46 
lier de la polymerisation ou copolymerisation de mo- 
nomeres tels que le pyrrole, le thiophene, I'aniline, le 
benzene, le furanne et les derives de ces monomeres 
comme par exemple le bit hiophene, les alkyles pyrro- 
les ou alkyles thiophenes dans lesquels le radical so 
alkyle comporte de 1 a 12 atomes de carbone, la 
para(aminodyphenylamine) ou encore les derives or- 
tho de I'aniline. 

Les polymeres et copolymers a base de pyrrole, 
de thiophene, d'aniline, d'alkyle thiophene ou de ben- 55 
zene sont les plus interessants du point de vue stabi- 
lity. On les utilisera preferentiellement. 

En principe, tous les polymeres ou copolymeres 



conducteurs electroniques peuvent dtre utilises pour 
constituer les reseaux resistifs. Neanmoins, la neces- 
sity de realiser des motifs aux dimensions microni- 
ques demande des mises en oeuvre particulieres qui 
peuvent limiter le choix des polymeres. 

Ce choix est encore reduit si Ton veut un procede 
de fabrication de ces polymeres qui soit le moins 
corrosif possible pour le substrat electroniquement 
actif sur lequel on souhaite realiser le reseau resistif. 
Ceci est notamment le cas pour le pyrrole, le thiophe- 
ne et leurs composes alkyles, 

Les polymeres conducteurs sont obtenus a partir 
de monomeres polymerisables par oxydation chimi- 
que. Generalement, I'agent oxydant joue en m3me 
temps le role de dopant ce qui rend le polyrnere 
conducteur. 

On peut toutefois utiliser un melange compose 
d'un oxydant et d'un dopant 

Les monomeres polymerisables par oxydation 
chimique qui sont stables a I'air sont ceux deja cites 
plus haut, 

Les agents oxydants utilises pour la polymerisa- 
tion et le dopage du polyrnere dependent de la nature 
du monomere. Par exempie, pour le pyrrole, on peut 
utiliser tout oxydant dont le potentiel d'oxydation par 
rapport a I'electrode d'hydrogene est superieur a 0,8 
V. C'est le cas des sels ferriques et des sels ceriques, 
des persulfates, des vanadates, des permanganates 
etdes bichromates des ions alcalins ou d'ammonium. 
Ces oxydants peuvent aussi dtre utilises dans le cas 
de I'aniline et du thiophene. 

L'oxydation peut avoir lieu en solution dans un mi- 
lieu aqueux ou organique ou en phase vapeur. 

L'invention a aussi pour objet un procede de fa- 
brication d'un reseau d'elements resistifs sur un sup- 
port, con sis tan t a photostructurer sur (e support un 
polyrnere organique localement dope par un anion et 
conducteur electronique. 

Deux techniques sont utilisables dans ('invention 
pour fabriquer le reseau d'elements resistifs. 

Selon une premiere technique, on effectue les 
6 tapes suivantes : 

a) - depot sur le support d'un polyrnere organique 
note contenant un agent oxydant photoreducti- 
ble, 

b) - insolation du polyrnere a travers un masque 
definissant I'emplacement et la forme des ele- 
ments, reduisant ainsi dans les zones du polyrne- 
re insolees I'oxydant, et 

c) - mise en contact du polyrnere hdte insole avec 
au moins un monomere polymerisable et oxyda- 
ble chimiquement par ledit agent, af in de rend re 
les zones du polyrnere non insoldes, conductri- 
ces. 

L'etape c) peut etre realisee en mettant le poly- 
rnere h6te insole au contact de vapeurs du monomere 
polymerisable ou en trempant ce polyrnere hdte dans 
une solution du monomere. 
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Cette premiere technique permet la realisation 
d'un reseau d' elements resistifs qui est i'image nega- 
tive du masque utilise. 

Selon une second technique, on effectue les eta- 
pes suivantes : 5 

A) depot sur ie support d'un polymere dope apte 
a conduire efectroniquement et contenant un 
compose photosensible apte a engendrer un do- 
pant de ce polymere, 

B) insolation du polymere dope apte a conduire a w 
travers un masque definissant I'emplacement et 

la forme des elements, engendrant ainsi le do- 
pant dans les zones du polymere insolees et les 
rendant conductrices. 

Cette seconde technique permet I'obtention d'un 15 
reseau resistif qui est I'image positive du masque. 

Dans cette seconde technique, le polymere utili- 
sable dans Tetape A) est peu ou pas conducteur. Sous 
Taction de la lumiere, le dopant est engendre unique- 
ment dans les zones insolees rendant ainsi le polyme- 20 
re conducteur. 

pour fabriquer un reseau d'elements resistifs sur 
un support, il faut pouvoir deposer un film mince ho- 
mogene et d'epaisseur controlee sur celui-ci, 

Ainsi, les films de polymere contenant I'agent 25 
oxydant photoreductible ou le compose photosensi- 
ble sortt formes avantageusement au cours d'une ro- 
tation rapide du support sur lequel est deposees une 
ou quelques gouttes d'une solution selon la methode 
dite de la "tournette". II est toutefois possible de de- 30 
poser ce film de polymere par une autre methode 
comme le trempage du support dans une solution ap- 
pro pri^e de polymere. 

Le depdt de polymere sur le support est effectue 
a temperature ambiante. 35 

Afin de stabiliser le reseau resistif obtenu, on ef- 
fectue avantageusement un recuit du polymere 
conducteur obtenu, a une temperature de 60 a 120°C 
pendant quelques minutes. Ce traitement est peu 
contraignant et peut etre utilise meme lors de la rea- 40 
lisation de dispositifs electroniques fragiles. 

Dans le cas particulier de la realisation de dispo- 
sitifs electroniques, le support est un substrat semi- 
con ducteur, II peut 3tre en silicium monocristallin ou 
polycristallin, en CdTe, en GaAs, InP etc.. En outre, ce 45 
support est equipe de bornes conductrices af f leu- 
rant, connectees aux elements resistifs. 

L'invention concerne aussi un circuit integre et en 
particulier une retine electronique artificielle, pourvu 
de bornes conductrices et d 'elements resistifs so 
connectes a ces bornes, dans lequei )es elements re- 
sistifs sont realises en polymere organique photos- 
tructure dope par un anion, conducteur electronique. 

D'autres caract^ristiques et avantages del'inven- 
tion ressortiront mieux de la description qui va suivre, 55 
donnee a titre illustratif et non limitatif, en reference 
aux figures annexees, dans lesquelles : 

- les figures let 2 represented schematique- 



ment, selon deux variantes, les etapes de fabrication 
d'un reseau resistif conforme a l'invention. 

La description qui suit se rapporte a I'elaboration 
d'un reseau d'elements resistifs qui peut §tre depose 
sur une retine electronique artificielle comme celle 
proposee dans la reference 1 . Cette retine est un cir- 
cuit integre dont la surface est de I'ordre du centime- 
tre carre et comporte des paves ou bornes metalli- 
ques sur lesquels il faut prendre des contacts el ectri- 
ques ; la taille des paves peut aller de 5 a 1 0 \xm et la 
distance entre eux peut aller de 50 a 100 urn. 

La realisation de ce reseau resistif selon une pre- 
miere variante est illustree sur les parties a et b de la 
figure 1 . 

On effectue tout d'abord (figure 1a) t sur le circuit 
integre 2 pourvu de ses paves metalliques 4 affleu- 
rant a sa surface, le depdt d'un film mince 6 de poly- 
mere ou copolymere note generalement isolant ren- 
fermant un agent oxydant photoreductible, qui peut 
etre reduit par insolation. 

Le dep6t du film mince 6 de polymere ou de co- 
polymere est effectue selon la methode dite a la "tour- 
nette". Pour ce faire, le polymere h6te est dissous 
dans un solvant approprie, fonction du polymere etde 
la nature du support, et contenant Pioh photoreducti- 
ble. 

On insole alors a I'aide d'une iumiere visible et/ou 
ultraviolette 8 le film de polymere 6 a travers un mas- 
que 10 representant I'image negative du reseau resis- 
tif en polymere conducteur a realiser. Ce masque 10 
est en particulier un masque mecanique iegerement 
au contact du film de polymere ; il peut eventuelte- 
ment masquer partieilement les paves 4 mais ce n'est 
pas necessaire. 

Dans les zones 6b de polymere, insolees, I'agent 
photoreductible est alors reduit alors que dans les zo- 
nes 6a masquees I'agent oxydant reste intact. 

On effectue alors Timmersion de Vechantillon ob- 
tenu dans des vapeurs de monomere oxydable et po- 
lymerisable par I'agent oxydant. Celles-ci, au contact 
de I'oxydant se polymerisent et se dopent. La struc- 
ture obtenue est alors celle de la partie b de la f igure 
2. Les zones masquees 6a deviennent alors conduc- 
trices alors que les zones insolees 6b restent isolan- 
tes. 

On effectue alors un recuit entre 60°C et 120°C 
pendant quelques minutes pour stabiliser le reseau 
resistif. 

On donne ci-apres des exemples precis de rea- 
lisation du reseau d'elements resistifs selon le prece- 
de deorit en reference a la figure 1. 

EXEMPLES 

Le polymere hdte utilise peut etre, soit du PVC 
(chlorure de pofyvinyle) ou du VYNS (copolymere de 
PVC et d' acetate de vinyle) dissous dans de la cyclo- 
hexanone ou du THF (tetrahydrofuranne), soit du PVA 
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(polyvinylalcool) ou PEO (polyoxy-ethylene) dissous 
dans I'eau k raison de 100 & 2Q0 g/litre. L'oxydant peut 
etre du chlorure ferrique ou du tosytate ferrique ou du 
phenol sulfonique ferrique et sa concentration peut 
varter entre 100 et 200. g/litre. 

D'autres oxydants sont possibles mats ils doivent 
pouvoir etre reduits par la lumiere. C'est le cas, par 
exemple, des sels ceriques. 

Pour realiser le film hdte 6 la vitesse de rotation 
du circuit integre 2 est comprise entre 2000 et 5000 
tours/min et le temps de rotation est d'environ 60 s. 
Ceci permet de realiser des films dont I'epaisseur va- 
rie de 1 |im a 3 (.im. 

La deuxieme etape est I'irradiation 8 du film au 
travers du masque 1 0 convenablement positionne par 
rapport a la retine. Ce positionnement se fait a i'aide 
d'un appareil approprie et I'irradiation est effectuee 
avec une lampe haute pression a vapeur de mercure 
operant dans le visible et ('ultraviolet piacee a 10 cm 
de rechantillon. La puissance deiivree est de i'ordre 
de 50 watts/cm 2 et le temps d'irradiation varie de 1 & 
5 min. 

Dans la troisieme etape, i'echantillon est mis 
dans des vapeurs de pyrrole pendant un temps 
compris entre 1 et 10 min. Le pyrrole, au contact de 
l'oxydant encore present dans les zones masquees 
6a de rechantillon, se polymerise et se dope a la fois. 
On peut aussi realiser cette etape par trempage dans 
du pyrrole dissous dans du THF, 

On termine parun recuit a 120°C pendant 10 min 
environ. 

On cree ainsi, par cette met node, un reseau 
d'elements resistifs qui est une replique negative du 
masque 10. 

Pour un element r6sistif dont les dimensions sont 
dfc 1 5 mm x 5 mm, ia resistance electrique obtenue est 
de i'ordre de 10 kohms a 25 kohms selon les condi- 
tions operatoires, Ceci correspond a une resistance 
d'environ 3 a 8 kohms/carre. 

On peut egalement realiser un reseau d'elements 
resistifs qui est une image positive d'un masque 
comme illustre sur les parties a et b de la figure 2. 

Dans ce cas, on depose sur le circuit integre 2 
(partie a de la f igure 2) un film mince 9 d'un polymere 
peu ou pas conducteur contenant un compose photo- 
sensible apte a engendrer un dopant du polymere le 
rendant conducteur. Ce polymere est un polymere so- 
luble du type polypyrrole, polythiophene, polyaniline, 
polyphenyle et leur derives, obtenu par polymerisa- 
tion d'un monomere correspondant selon la techni- 
que decrite par exemple dans Ten K.Y., Miller G.G. 
and Elesembaumer R.L.J. , Chem. Soc. Chem. 
Commun, 1986, p. 1346. 

On insole alors le film 9 de polymere a travers le 
masque 12 representant I'image positive du reseau 
res istif a realiser. Les zones isolees 9a se dopent et 
deviennent conductrices alors que les zones mas- 
quees 9b restent quasi-isolantes (partie b de la figure 



2). On effectue ensuite le recuit de stabilisation du re- 
seau r^sistif obtenu. 

EXEMPLES 

5 

La met node decrite en reference a la figure 2 
peut etre mise en oeuvre avec du poly(octyl-3 thio- 
phene) soluble contenant des sels de Crivello ou sels 
d'oniums de type <f> 3 SAsF 6 , (j) 2 IAsF 6 ou (j) 3 SCF 3 S03 ou 
w $ represente un noyau benzenique. 

On effectue done le depot a la tournette de 
poly(octyl-3 thiophene) dissous dans du dichlorome- 
thane contenant un sel de Crivello, sur le circuit inte- 
gre. On effectue alors ("insolation 8 du film 9 de poly- 
15 mere avec une lampe haute pression a vapeur de 
mercure a travers le masque 12. 

Sous Taction de la lumiere ultraviolette, le set 
donne naissance dans les zones 9a a un acide fort du 
type HAsF 6 ou CF 3 S0 3 H qui dope le poly(octyl-3 thio- 
20 phene) et le rend conducteur. Le polymere non dope 
est rouge alors que le p^Hymere dope dans les zones 
insolees est bleu. Un recuit a 120°C pendant 10 min 
est alors effectue. 

Les conditions de dep6t et d'insolation du film 9 
25 uttlisees sont les mdmes que celles du film 6. 

Ce type de procede a ete propose dans I* article 
(3) cite precedemment. 

On peut aussi utiliser cette methode avec de la 
polyaniline soluble comme decrit dans ('article (5) de 
30 M, Angelopoulos, J.M. Shaw et J.J. Ritsko, Science 
and application of conducting polymers, 6dite par 
W.R. Salaneck, D.T. Clark et E.J. Samuelsen (1990) 
pp. 63-72, "Applications of conducting polymers in 
computer manufacturing". 

35 

Revendications 

1. Procede de fabrication d'un reseau d'elements 
40 resistifs sur un support, consistant a photostruc- 

turer sur le support (2) un polymere organique lo- 
calement dope par un anion et conducteur etec- 
tronique (6a, 9a). 

45 2, Procede selon la revendication 1, caracterise en 
ce qu'on oxyde chimiquement et localement en 
presence d'un dopant au moins un monomere 
apte £ former ledit polymere conducteur. 

so 3. Procede selon la revendication 1 ou 2, caracteri- 
se en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 
a)- depat sur le support d'un polymere orga- 
nique hdte (6) contenant un agent oxydant 
photoreductible, 

55 b)- insolation (8) du polymere a travers un 

masque (10) definissant I'emplacement et la 
forme des Elements, reduisant ainsi l'oxydant 
dans les zones du polymere insolees (6b), et 
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c)- mise en contact du polymere hdte insole 
avec au moins un monomere polymerisable et 
oxydable chimiquement par ledit agent, afin 
de rendre ies zones du polymere non insolees 
(6a), conductrices. 5 

4. Procede selon la revendication 3, caracterise en 
ce que I'etape c consiste a mettre le polymere 
hdte insole au contact de vapeurs dudit monome- 
re polymerisable. 10 

5. Procede selon la revendication 3, caracterise en 
ce que I'etape c consiste a tremper le polymere 
hdte insole dans une solution dudit monomere 
polymerisable. 15 

6. Procede selon i'une quelconque des revendica- 
tions 3 a 5, caracterise en ce que le polymere hdte 
est choisi parmi le chlorure de polyvinyle, le co- 
polymer de chlorure de vinyle et d'acetate de vi- 20 
nyle, le polyvinylalcool ou poly(oxylethylene). 

7. Procede selon I'une quelconque des revendica- 
tions 3 a 6, caracterise en ce que I'oxydant pho- 
toreductible est un sel ferrique ou un sel cerique. 25 

8. Procede seton la revendication 1 ou 2, caracteri- 
se en ce qu'il comprend Ies etapes suivantes ; 

A) depdt sur le support d'un polymere (9) 
dope apte a conduire eJectroniquement et 30 
contenant un compose photosensible apte a 
engendrer un dopant de ce polymere, 

B) insolation (8) du polymere dope apte a 
conduire a travers un masque (12) def inissant 
('emplacement et la forme des elements, en- 35 
gendrant ainsi le dopant dans Ies zones du po- 
lymere insolees (9a) et Ies rendant conductri- 
ces. 

9. Procede selon la revendication 8, caracterise en 40 
ce que le polymere (9) apte a conduire contient 

des sels de Crivello (sels d'oniums). 

10. Procede seton Tune quelconque des revendica- 
tions 3 a 9, caracterise en ce que P insolation (8) 45 
est effectuee avec de la lumiere ultraviolette. 

11. Procede selon I'une quelconque des revindica- 
tions 6 a 10, caracterise en ce qu'on effectue un 
recuit du polymere conducteur electronique so 
dope, obtenu. 

12. Procede selon I'une quelconque des revendica- 
tions 3 a 11 , caracterisd en ce que le depdt du po- 
lymere est effectue selon la technique de la "tour- 55 
nette", le polymere etant alors soluble dans un 
solvant. 



13. Support pourvu d'un reseau d'elements reststifs, 
dans lequel Ies elements resistifs (6a, 9a) sont 
realises en polymere organique photostructure, 
dope par un anion, conducteur electronique. 

14. Support selon la revendication 13, caracterise en 
ce que le polymere est un polymere ou un copo- 
lymer d'un monomere aromatique et/ou hetero- 
cyclique. 

15. Support selon la revendication 13 ou 14, carac- 
terise en ce que le monomere est choisi parmi le 
pyrrole, le thiophene, ('aniline, le benzene et 
leurs derives. 

16. Support selon I'une quelconque des revendica- 
tions 1 3 a 1 5, caracterise en ce que le support est 
un substrat semi-conducteur (2). 

17. Support selon Tune quelconque des revendica- 
tions 1 3 a 1 6, caracterise en ce que le support (2) 
comporte des bornes conductrices (4) et en ce 
que Ies elements resistifs sont connectes a ces 
bornes conductrices. 

18. Circuit integre pourvu de bornes conductrices (4) 
et d'elements resistifs (6a, 9a) connectes a ces 
bornes, dans lequel Ies elements resistifs (6a, 9a) 
sont realises en polymere organique photostruc- 
ture, dope parun anion, conducteur electronique. 

19. Retine electronique artificiefle pourvue de bor- 
nes conductrices (4) et d'elements resistifs (6a, 
9a) connectes a ces bornes, dans lequel Ies ele- 
ments resistifs (6a, 9a) sont realises en polymdre 
organique photostructure, dope par un anifn, 
conducteur electronique. 
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